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(54) PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH HỖN HỢP ZIRICON OXIT VÀ HAFINI OXIT 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP LUYỆN KIM NHIỆT ĐỘ CAO

(57)  Sáng chế bộc lộ phương pháp phân tách ziricon oxit và hafini oxit bằng luyện kim 
nhiệt độ cao. Hỗn hợp ziricon oxit và hafini oxit, cacbon và brom nguyên chất phản ứng 
với nhau trong một giờ ở nhiệt độ 650°C để thu được ziricon và hafini brom, sau đó ziricon 
và hafini brom được thêm vào hỗn hợp muối nóng chảy để chưng cất phân đoạn, và sau đó 
duy trì trong vòng hai giờ ở nhiệt độ dưới 357°C ở đáy tháp chưng cất, để thu được vật 
chất không xác định; và duy trì mức nhiệt độ 357°C trong năm giờ để thu được vật chất 
xác định ziricon tetrabromua; chất kết tủa trong lò phản ứng được giữ lại, sau đó tiến hành 
chưng cất phân đoạn trong cùng thiết bị, làm nóng tháp đến nhiệt độ 400°C trong hơn năm 
giờ để thu được hafini tetrabromua, sau đó ziricon tetrabromua và hafini tetrabromua được 
thay thế bởi magiê để thu được ziricon và hafmi nguyên chất; bởi vì hiệu quả phân tách tốt 
và chi phí đầu tư thiết bị tiết kiệm hơn nên sáng chế này dễ dàng đạt được mục tiêu công 
nghiệp hóa.
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